STRESZCZENIE

Niniejsza praca doktorska przedstawia kompleksowe badanie mono- oraz dichalkogenkéw grupy
IV (odpowiednio MX i MX,), nalezacych do rodziny krysztaléw van der Waalsa (vdW), o duzym
potencjale w zastosowaniach optoelektronicznych. Badania koncentruja si¢ na eksperymentalnej
charakteryzacji podstawowych wiasciwosci optycznych i elektronowych tych materialéw, przy uzyciu
réznych metod spektroskopii optycznej i fotoemisyjnej. Ponadto analizowane s3 potencjalne
zastosowania badanych krysztaléw. Jednym z kluczowych wynikéw jest potwierdzenie silnej
anizotropii odpowiedzi optycznej MX — zjawiska, ktére moze by¢ wykorzystane w detekgji swiatta
czulej na polaryzacje. W przypadku krysztatéw MX, pomiary ujawnily znaczacy wplyw natywnych
defektéw na wihasciwosci optyczne, co stwarza mozliwo$¢ ich dostosowania poprzez kontrolowang
zmiang koncentracji defektéw.

Praca skfada si¢ z serii picciu publikacji naukowych (Rozdzialy 2—6), poprzedzonych wstepem
(Rozdziat 1), ktéry zawiera ogdlne informacje o badanych materiatach oraz opis wykorzystanych
technik eksperymentalnych.

W pierwszych trzech artykutach krysztaty GeSe (Rozdzial 2), GeS (Rozdzial 3), SnS i SnSe
(Rozdzial 4) zostaly zbadane przy uzyciu komplementarnych metod spektroskopii optycznej, z
naciskiem na anizotropi¢ wlasciwosci optycznych.

Czwarta praca (Rozdziat 5) przedstawia eksperymentalne badanie struktury pasmowej materialéw
GeS, SnS i SnSe za pomocy katowo rozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnej (ARPES), ujawniajace
charakterystyczne cechy potencjalnie odpowiedzialne za wysokg efektywnos¢ konwersji
termoelektrycznej.

Piata praca (Rozdzial 6) dotyczy krysztatéw SnS. i SnSe,. Oprécz analizy aktywnosci optyczne;j,
omawiany jest wptyw natywnych defektéw donorowych na wlasciwosci optyczne i elektroniczne.

Przeprowadzone badana przyczyniaja sie do ogdlnego zrozumienia podstawowych whasciwosci
MX i MX, oraz zjawisk zwiazanych z odzialywaniem ze $wiatlem. Uzyskane wyniki wskazuja
najbardziej obiecujace przyszte zastosowania.



